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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體元件，包含：
一基板，其中該基板具有一基板主體以及多個偵測區域設置於該基板主體的一頂表面，

其中該些偵測區域的一者包含一螢光物質，該基板主體的該頂表面具有多個凹槽，並且

各該偵測區域對應各該凹槽，並設置於各該凹槽中，其中該些偵測區域嵌合於該基板主

體中，各該偵測區域的一頂表面與該基板主體的該頂表面共平面，並且該基板主體環繞

各該偵測區域的一底部部份；

一覆蓋層，設置該基板主體上，其中該覆蓋層具有多個孔洞，並且各該偵測區域對應各

該孔洞；以及

多個填充柱，其中各該填充柱設置於各該偵測區域上，且各該填充柱的一頂表面完全地

與該覆蓋層的一頂表面共平面，其中各該填充柱包括一導電材料。

2.　如請求項 1所述的半導體元件，其中該基板主體包含一第一金屬材料，以及該些偵測區
域的一者包含一第二金屬材料，其中該第二金屬材料為該螢光物質。

3.　如請求項 2所述的半導體元件，其中該螢光物質包含一價銅離子、一價銀離子、一價銦
離子、二價釩離子、二價鈷離子、二價錫離子、二價銪離子、二價錳離子、二價鎳離

子、二價鉛離子、三價鉍離子、三價鐠離子、三價釹離子、三價釤離子、三價銪離子、

三價釓離子、三價鋱離子、三價鏑離子、三價鈥離子、三價銩離子、三價鐿離子、三價

鈦離子、三價鈰離子、或其組合。

圖式簡單說明

以下將以圖式及詳細說明清楚說明本揭示內容之精神，任何所屬技術領域中具有通常知

識者在瞭解本揭示內容之較佳實施例後，當可由本揭示內容所教示之技術，加以改變及修

飾，其並不脫離本揭示內容之精神與範圍。

第 1圖為根據一些實施方式的製造半導體元件的方法的流程圖；
第 2圖至第 4圖、第 5A圖、第 6圖至第 7圖以及第 8A圖為根據本揭示內容的一些實施方式
的製造半導體元件的多個中間階段的多個橫剖面視圖；以及
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第 5B圖以及第 8B圖為根據本揭示內容的一些其他實施方式的製造半導體元件的兩個中間階
段的橫剖面視圖。
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